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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДАТЧИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 
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Оптические волокна, изготовленные по золь-гель технологии, в каче-

стве датчиков гамма-излучения обладают рядом преимуществ по срав-

нению с датчиками, не использующими оптическое волокно: малым 

диаметром, большой длиной, помехозащищенностью, электробезопас-

ностью, возможностью измерения от распределенного источника. Они 

также выдерживают воздействие высоких температур, влажности и хи-

мических реакций [1]. 

Анализ сигнала обратного рассеяния в оптическом волокне, изготов-

ленном по золь-гель технологии, позволяет получить пространственную 

структуру коэффициента потерь. Распространяясь по волокну, излучение 

взаимодействует с различными неоднородностями, на которых происхо-

дит рассеяние, часть рассеянного излучения возвращается обратно к 

входному торцу оптического волокна. Мощность сигнала обратного рас-

сеяния пропорциональна коэффициенту потерь, который для данного 

типа волокна зависит от интенсивности (дозы) рентгеновского излуче-

ния [2]. 

Рассматривается принципиальная схема оптоволоконного датчика 

гамма-излучения на основе оптического золь-гель волокна. Для увеличе-

ния чувствительности системы применен метод синхронного накопле-

ния, позволяющий выделять слабые сигналы на фоне шумов. Временной 

анализ сигнала обратного рассеяния позволил с высокой точностью ло-

кализовать зоны подверженные гамма облучению. Особое внимание в 

работе уделено проблеме восстановления исходных свойств волокна ме-

тодом отжига после каждого цикла измерений. 

Возможно применение датчика гамма-излучения в промышленности, 

медицине, энергетике и прочих сферах деятельности при необходимости 

регистрации и контроля радиоактивного излучения, а также для контро-

ля выбросов в местах захоронения радиоактивных отходов. 
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